Transport elektrického naboje v polovodi€¢ovych prechodech s vysokou
Sirkou zakazaného pasu

Tym PFiprava a charakterizace nanomaterialll zkoumal transport naboje polovodi¢ovymi pfechody
v materialech s velkou Sitkou zakazaného pasu. Takové polovodiCe jsou dulezité pro dalSi
miniaturizaci sou€astek a jejich provozovani pfi vysokych teplotach, napétich a frekvencich.

Tym se zabyval karbidem kfemiku SiC, ktery je nadéjnym materialem pro vykonovou elektroniku.
Umoznuje snizit provozni ztraty a zvySit u€innost pfi uskladnéni, pfenosu a konverzi elektrické
energie. Védci ukazali, jak |ze vysoce usmériiujici heteropfechody na SiC pfipravit jednoduchou
depozici grafitu. Pro vysveétleni transportu naboje vypracovali termoemisni teorii se zahrnutim
nehomogenity Schottkyho bariéry [1].

Termoemisni model pro neidealni rozhrani byl pouzity také pFi popisu transportu naboje p-n
pfechodem mezi nanotykami ZnO s vodivosti typu n a zarode¢nou vrstvou vodivosti typu p [2].
Vodivostni p-typ byl dosazen difuzi fosforu z kiemikového substratu pfi jeho Zihani. Obtize pfi
pfipravé ZnO vodivostniho typu p doposud branily vétSimu rozsifeni tohoto materidlu pfi pfipravé
soucastek pro emisi a detekci UV zafeni, v piezoelektrickych nanogeneratorech a v senzorech
chemickych latek.
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Obr. 5 Schematické znazornéni Schottky diody grafit/SiC (a) a p-n pfechodu mezi zarodeénou
vrstvou p-ZnO a nanoty¢kami n-ZnO (b). Voltampérové charakteristiky Schottkyho diody grafit/SiC
(c) a p-n prechodu p-ZnOIn-ZnO (d) mérené pfi riznych teplotach.
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